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펄스 SiH4 플라즈마 반응기에서의 입자 성장 제어   
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본 연구에서는 펄스 SiH4 플라즈마 반응기에서 공정 변수에 따른 입자 성장을 분석하였다.  플

라즈마 반응기 내에서 입자들은 체류시간 동안 반응기 내에 머물면서 입자 충돌에 의해 성장한

다.  plasma-on 동안, 입자 생성의 영향으로 작은 입자들의 농도는 높게 나타났고 작은 입자들

간의 충돌에 의해 큰 입자들이 생성된 후 작은 입자들과의 충돌에 의해 큰 입자들이 성장하였

다.  plasma-off 동안, 입자 생성은 멈추고 작은 입자들은 큰 입자들과의 빠르게 충돌하여 작은 

입자들의 농도가 빠르게 감소하였고 큰 입자들은 plasma-on동안보다 느리게 성장하였다.  공정 
변수로서 펄스 주파수, 채류시간 등을 조절하여 펄스 SiH4 플라즈마 반응기에서 입자 성장을 제

어할 수 있었다.  




